














氏 名            陳 嘉民 
学 位 の 種 類             博 士 （ 工学 ） 
学 位 記 番 号      博 甲 第 ８４１１ 号 
学位授与年月日       平成 ２９年 １２月 ３１日 
学位授与の要件       学位規則第４条第１項該当 
審 査 研 究 科      数理物質科学研究科 
学 位 論 文 題 目 
Development of Heusler-alloy-based Current-Perpendicuiar-to-Plane Giant Magnetoresistive Devices  
（ホイスラー合金を使った面直電流磁気抵抗素子の開発） 
       
主査  筑波大学  教授（連係大学院） Ph. D.  宝野和博   
副査  筑波大学   教授（連係大学院） 博士（工学） 三谷誠司   
副査  筑波大学 教授  理学博士  黒田眞司 


































































素子応用上、非常に重要な知見である。また Co2FeSiの Feを一部 Tiで置換した CFTSがより低温
で L21規則化し、スピン分極率も CFSより高いことを実験的に示した研究は、今後の高スピン分
極率ホイスラー合金探索のための手法として文献価値が高い。CFTS薄膜のスピン分極率を評価す
るために、非局所スピンバルブ構造を作製し、その磁気伝導特性を測定することにより CFTS の
スピン分極率測定行った。これは実験的にも非常に高い水準の研究であり、今後新規強磁性材料
の分極率測定法として広く用いられることになると予測される。また、多くの基礎研究に使われ
て来たMgO基板上に成長させた単結晶 CPP-GMR素子はMgOの高価格と 8”ウェーハーへの非拡
張性から応用の可能性は全くないが、この問題を回避するために安価な Siウェーハー上にホイス
ラー合金単結晶CPP-GMR素子を成長させるためのバッファー層B2-NiAlと拡散バリアの FeCo層
を開発し、高い CPP-GMR効果を示す(001)単結晶デバイスを Si基板上に成長させることに成功し
た。またこの単結晶素子のセンサーへの応用を想定して、多結晶電極にウェーハー接合させる手
法も実証した。これらはホイスラー合金 CPP-GMR 素子のセンサー応用に極めて重要な知見を与
える工学的研究であると高く評価される。 
 
〔最終試験結果〕 
  平成２９年１１月２１日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員
出席のもと、著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審
査委員全員によって、合格と判定された。 
 
〔結論〕 
  上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十
分な資格を有するものと認める。 
 
 
